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SolicyineReeine generowani e sibmpul s - w

. - . n . _l" - o
(i zastosowania cywilne (ochrona U pomiarywidmUV -FI R z rozdzielczolSci N do 0, 001c¢

Srodowi ska, przemysg,l mesiyy yandii; a gmareaar wykordystagienr .
systemu | aserowego OPOnfrlonmdzi el czoSlI :
zakresy dgugans<lb0odne| : ed@bgia: 7 0J
360 OJ ps/ikHz)70

U systemy komunikacji optycznej w otwartej
przestrzeni (FSO);

Uwykry\_/varjie niepeZpie(iJZBP/thelgtaozv(/aWnieo,arwykonywanie i badani a cz
materiag -w wybuomawkem W rywania gaz-w subspidmm, ach od

gazowych. bi omar knerooddechu, materiag-w wybuchowyct

U opracowywanie system-w gNcznoSci Ias%}\o

b ad-a-ndca BER, pomiary zasing-w FSQ_& -
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Badania nad najnowszymi detektorami podczerwieni, projektowanie zoptymalizowanych wzmacniaczy
nNi skoszumowych, maksymali zacja czugoSci modug-w det

acowywanie precyzyjnych sterowni k-w I zasil aczy
koszumowych system-w zasilania dla czujnik-w or
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U Z.Bieleckl . Mi k avigasyring zystkm for radiation pulses frompgdislasesplasma sourceProc. SPJR006, DOI: 10.1117/12.663240
U A. RogalsK,.BieleckiDetection of optical radigtlandbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and Tecl#04@dSBN: 9781482241785
U K Achtenberd,Mi k o geaal.,lcowHyoise programmable voltage-souifEeatronic020 DOI: 10.3390/electronics9081245
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Zalety technologii :

Al epsza transmisja (br
chmury);

Amage promieni owani e

Przyk par a
Dgugo I 9,
Cznfst | i woSI RF:
Szybk transmi

Atransfer danych w trudnych warunkach np.: danych: 10 Mb/s

teren, pogoda,;
Apraca z ograniczeniami promieniowania EM;
Abezpieczne, | okalne
zniszczonej infrastrukturze, tajne operacje.

Zasifig gNcza: 2 K=
Czas rekonfigur s G

A |y ay
okdl. B8R S

~ v

GNcze opRS®czne

Przykgdgadowe par amg
DgugoSi fali: 8, 4
lig= —=" Moc szczytowa impulsu: 200 mW 1
——=== Wy kr ywal n é&8mhHz"2/3/x 1 (%
RozbieUnoSi mad Nz ki

"‘. l". g ‘
/| R SzybkoSI tr an sMbiss R
/ ‘ﬂ Zasing gNcza: 2, 522kt

0 J.Mi k o g2 Biaezrketkal Analysis of fregpace optics developmehlietralMeas. Sys2017D01:10.1515/mr#$)170060 : "\
aJ. Mi kogajczy HybridelreIeMadmmBniz:d{idnéﬁrkfgpégPﬂEEﬁoaO DQl: 10.1117/12.2565289 .
U J.MikolajczyR.Szabreet al.Optical wireless communications operated at\Em@ infrared radiatipdETJournal DOI: 10.24425/ijet.2020.131889 kA -
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28I NEBGI YAS LI NB WWyknSankd 3 Y| N I6dkEMs
wybuchowych

Monitorowanie zanieczyszczenia
powietrza

Granica
Choroba wykr .

[Ppb]
©NO Astma, choroby se 30

ch.Alzheimera,
nowot w:-r
choroba wgbr 0
odrzucprzeszczef '

o Czujnik NO, do wykrywania par
Miejsce mat er iwgbgchomych takich jak:
nitrogliceryna (NG), trinitrotoluen

o o~ _ 20 ppb TNT. Czujniki NO, dzi a g awj
natnuUeni zakresie ~ UV-VIS  oraz IR
Wysyplsko 34 ppb zintegrowane z u k § a czaamin Uis

Bio -
marker

Ulicai ma g e

Smi eci 0.3

Stacja kontroli
pojazd: - w

termicznej dekompozycji u mo U |
wykrywanie PETN, RDX, HMX o

058 gfete masie p 0 n i 1th@. |

J. Wojtas, et alowardsoptoelectronicetectiorof explosivesOp t 0 1T ERee 21 {2018)nDOI: 10.2478/s1QTV32082x.

D. Szabra, et &y samplingunit forbreathanalyzersRevievof Scientific Instrumeé&&s115006 (2017), DOI: 10.1063/1.4995502.

Z. Bielecki, et @glectedptoelectronisensorsn medicakpplicationsOpteElectrorRev 26 (2018), DOI: 10.1016/j.opelre.2018.02.007 » "\
J. Wojtas, et dfastresponseoptoelectronicetectiornf explosivesresiduesrom thenitroaromaticompoundsletonationfieldstudies . |
approachMeasurement, vol. 162 (2020), DOI: 10.1016/j.measureméntz2020(407925. k‘ g
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CelAOCs pye
Opracowaniei zbudowanie laserowego systemu wykrywania i

I f SRIT figka It I I 2 1PGEACK] lze ¢&1 O SAsf yey
dzg 1 3f t RYMISYABeYA S{1 @SBl || 02 Froekk OK
ukierunkowany jest na wytworzenie prototypu (IX poziom

32 (2 ¢ 2 lteOhologicznej) w  zakresie  systemu
optoelektronicznego




@

Wojskowa
Akademia
Techniczna

BI'Y 15 [ {¢9aj?

OPTOEL_E KTRON ICZNYCH Optoelekironiki loe
BSalls O {2aiSYses . SILASOI Szahasgl

\'//

/

Reallz,é
p0|gono

eoretyczny mal
detekcji ekwiwalentu
parametrach wielkosci

ﬁ@f eSty/ﬂ" |

dl ‘ ¥
X\
Dron DJI Inspire

symaliny zasieg
obiektu o zatozonych
i predkosci lotu-770m

20021 16:2045 91 (GEBT)

Wldok z kamery termowizyjnej

2020-08-21 14:2047 Fn

n syt

] \m
0,18 x 0,32 m ) ;
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Detektory promieniowania THz wytworzone z wykorzystaniem
GNI yI ead2Nrs g LIR2t2680K R2 [ lauzazelyal g
YASNRGYA] LINRP2S7GdzY RNJAYyd®d t NI

‘ aSi2Re GNIyaYAdah

Narodowe Centrum 1 OO G H I 2 T H Z
Badan i Rozwoju
THz
Optyczny M | M 0

terahercowy
dzZl OF R Geé&Lldz alLah

Projekt NCN

detektor

struktura

dyfrakcyjna . l“\
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